REMARKS 

New claims 34-53 now appear in this application for the Examiner's review and 
consideration. These claims are re-written versions of the originally filed claims to emphasize 
the patentable features of the invention and to avoid the informalities noted in the prior office 
action. 

In particular, claim 34 is supported by original claim 1 and the published specification at 
paragraphs [00007] and [0008]. Claims 35, 36, 38, 45-51 and 53 are supported by and are 
rewritten versions of original claims 3-5, 32, 8-13 and 33, respectively. Claim 37 is supported by 
paragraph [0074] of the published specification. Claim 39 is supported by paragraphs [0031] 
and [0051] of the published specification. Claims 40-44 are supported by paragraphs [0068], 
[0069], [0070] and [0076], respectively, of the published specification. Finally, claim 52 is 
supported by Figures 1 and 3 and the description thereof in the specification for those figures. As 
no new matter has been introduced by any of these new claims, they all should be entered at this 
time. 

The new claims have been written to distinguish the invention from the art cited in the 
current office action. Claims 1, 3-5 and 29-31 had been rejected as being unpatentable over US 
patent 6,417,075 to Haberger et al. ("Haberger") in view of US patent 6,756,286 to Moriceau et 
al. ("Moriceau") for the reasons set forth on pages 3-6 of that action. It is respectfully submitted 
that this rejection does not apply to the current claims. 

Haberger discloses a method of producing very thin substrate layers, particularly thin 
semiconductor areas, which may comprise integrated circuits. In the method two substrates (1, 2) 
are bonded by their faces via one or several intermediate connecting layers (3, 4). At least one of 
the bonding layers or the face of one of the substrates is structured before in such a way that 
channel-shaped recesses (5) are formed which permit a lateral penetration of an etching agent. 
The resulting wafer stack is thinned from one side down to the desired thickness of the layer. 
Finally, this thin layer is detached from the remaining substrate by introduction of the etching 
agent into the channel-shaped recesses. This detaching process is a low-price wet chemical 
process that does not expose the chip and the added value integrated thereon to any risk. 

Haberger specifically teaches that the bonding layers are oxides and are present on one or 
both of the substrates. Next, trenches re formed in the oxide to provide channels through which 
an etching agent such as hydrofluoric acid may penetrate for etching of the bonding layer. This is 
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described in column 5, lines 3-6, and 19-24. Later, in Col. 7 line 66 to col. 8, line 3. Haberger 
discloses that a doped oxide may be used instead of the pure oxide materials. 

The office action acknowledges that Haberger does not disclose applying a heat treatment 
to produce microbubbles or microcavities in the intermediate layer to weaken it or render it 
plastically deformable. This is correct - there is no need for treating the doped oxide layer by 
heat treatment because Haberger forms channels mechanically in that layer to create a path for 
the acid to etch it. Based on this significant omission in Haberger' s disclosure, Moriceau is 
cited. As will be explained herein, Moriceau does not remedy the deficiencies of Harberger. 

M oriceau discloses a process for transfer of at least one thin film of solid material 
delimited in an initial substrate. The process includes a step in which a layer of inclusions is 
formed in the initial substrate at a depth corresponding to the required thickness of the thin film. 
These inclusions are designed to form traps for gaseous compounds which subsequently are 
implanted. In a subsequent step gaseous compounds are implanted in a manner to convey the 
gaseous compounds into the layer of inclusions. The dose of implanted gaseous compounds is 
made sufficient to cause the formation of micro-cavities to form a fracture plane along which the 
thin film can be separated from the remainder of the substrate. 

The office action states that Moriceau teaches the heat treatment of silicon or silicon 
oxide materials to help precipitate oxygen. While that part of the statement is true, it is not for 
the purpose of generating stresses in the material so that it becomes deformable. There is nothing 
in Moriceau that states this. The office action refers to col. 9, lines 30-67, and col. 4, lines 10-13, 
26-29, and 42-44 but no such statements appear in those portions or anywhere else in Moriceau. 
Instead, those portions of Moriceau relate to the application of stresses to the weakened area of 
the substrate to cause separation. Oxygen is mentioned in col. 8, lines 31-42 as a material to be 
implanted but titanium or similar materials are used for trapping the implanted oxygen. The next 
paragraph in col. 8 explains that certain heat treatments facilitate closing of the cavities, which is 
exactly the opposite of what the present invention seeks to achieve. 

Furthermore, aw Harberger already has cavities formed in his oxide layer, there would 
certainly be no reason to try to use a het treatment to form microbubbles or microcavities, as 
Harberger already has this in his structure. Thus, a person of ordinary skill in the art would not 
look to Moriceau to add a heat treatment to Harberger for the purpose of weakening an 
intermediate layer. 
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The office action further states that Moriceau's heat treatment is an obvious variant of 
Harberger to render the intermediate oxide as a sacrificial layer. Again, there is nothing in 
Moriceau that suggests this or even that the mechanical formation of channels can be avoided by 
applying heat to a doped oxide layer. As heat treatments of semiconductor materials was well 
known prior to Harberger' s filing, he certainly would have mentioned this as an option if he 
thought it would be useful. Yet Haberger discloses only the mechanical formation of channels 
and Moriceau says nothing about changing this. 

The office action also states that Moriceau's heat treatment would facilitate subsequent 
separation at the intermediate sacrificial layer. Moriceau's heat treatment is applied to implanted 
ions which create a weakened zone, while Harberger uses etching to attack the oxide layer. 
These are two different and mutually exclusive ways of separating substrates, such that a skilled 
artisan would not be led to combine them. The fact that heating of a doped oxide layer would 
form microbubbles or microcavities does not support the rejection because Harberger doe not use 
heating and Moriceau does not suggest that heating Harberger' s alternative embodiment would 
possibly eliminate the need for mechanically creating channels. 

Accordingly, the "modified method" of Harberger could only have been made upon a 
hindsight reconstruction of the prior art using Applicant's specification as a guide, a procedure 
which is looked upon with disfavor by the Court of Appeals for the Federal Circuit. Thus, this 
combination of references does not result in a sustainable rejection. 

Claims 7, 9-1 1 and 14-20 have been rejected as being unpatentable over the combination 
of Habenrger, Moriceau and US patent 4,979,015 to Stierman et al. ("Steirman"). 

Steirman discloses a substrate for mounting a flip-chip on a metallized circuit on the 
upper surface of the substrate. The substrate is silicon carbide condensed on a graphite or silicon 
core. The upper surface of the silicon carbide has a layer of insulating material comprised of 
silicon oxide, silicon nitride, aluminum nitride, boron nitride, an organic insulator such as 
polyimide, and diamond. The insulator prevents inadvertent shorting of the integrated circuit. 
The insulating layer can be deposited on the silicon carbide by such processes as chemical vapor 
deposition, sputtering, spinning or roller coating. 

Quite simply. Steirman does not remedy the deficiencies of Harberger with or without 
Moriceau such that this rejection is also inapplicable to the present claims. Accordingly, it is 
respectfully submitted that the present claims are patentable over the cited art of record. 
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In further support of the latter point, Applicant notes that the current claims are similar to 
the method claims that have been granted in European Patent EP 1,671,361 Bl, a copy of which 
is enclosed. That patent was granted on a counterpart application that was filed from the PCX 
application from which this application is the US national stage. 

In view of the above, it is respectfully submitted that the entire application is now in 
condition for allowance, early notice of which would be appreciated. Should the Examiner not 
agree, then a personal or telephonic interview is respectfully requested to discuss any remaining 
issues and expedite the eventual allowance of this application. 



Respectfully submitted, 




Date: April 29, 2011 



Allan A. Fanucci, Reg. No. 30,256 



WINSTON & STRAWN LLP 
Customer No. 28765 
212-294-3311 
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Description 

[0001] La presente invention concerne le domaine de 
la fabrication de plaques multicouches etde la fabrication 
de plaquettes fines. 

[0002] Dans le domaine des microtechnologies, no- 
tamment, de la microelectronique et de I'opto-electroni- 
que, il est usuel d'utiliser des plaquettes de silicium ac- 
colees a une couche isolante et plus particulierement 
des structures comprenant une couche isolante interpo- 
see entre un substrat en silicium et un superstrat en si- 
licium. 

[0003] US-B1 -6 41 7 075 decrit un procede de fabrica- 
tion d'une telle structure multicouche contenant des ca- 
vites permettant la separation par gravured'une des cou- 
ches. 

[0004] La presente invention a pour objectif d'amelio- 
rer les techniques et les structures actuelles, d'en ame- 
liorerles performances et d'en diversifier les applications. 
[0005] La presente invention a tout d'abord pour objet 
un procede de fabrication d'une structure en forme de 
plaque comprenant au moins un substrat, un superstrat 
et au moins une couche intermediaire interposee entre 
le substrat et le superstrat. 

[0006] Selon la presente invention, ce procede con- 
sists a choisir une couche intermediaire comprenant au 
moins un materiau de base dans lequel sont repartis des 
atomes ou molecules dits extrinseques, differents des 
atomes ou molecules du materiau de base, et a appliquer 
un traitement thermique a ladite structure tel que, dans 
la plage de temperature de ce traitement thermique, la 
couche Intermediaire est plastiquement deformable, et 
la presence des atomes ou molecules extrinseques choi- 
sis dans le materiau de base choisi engendre de facon 
irreversible la formation de micro-bulles ou micro-cavites 
dans la couche intermediaire. 

[0007] Selon la presente invention, le traitement ther- 
mique produit de preference des micro-bulles ou micro- 
cavites d'affaiblissement de ladite couche intermediaire. 
[0008] Selon la presente invention, le traitement ther- 
mique produit de preference une rupture de ladite couche 
intermediaire et en consequence une separation du 
substrat et du superstrat. 

[0009] La presente invention a egalement pour objet 
un procede de separation du substrat et du superstrat 
de la structure obtenue par le procede ci-dessus. 
[001 0] Selon une variante de la presente invention, ce 
procede de separation peut consister a appliquer des 
forces entre le substrat et le superstrat de facon a pro- 
duire la rupture de la couche intermediaire entre le subs- 
trat et le superstrat grace a la presence desdites micro- 
bulles ou micro-cavites. 

[0011] Selon une autre variante de la presente inven- 
tion, ce procede de separation peut consister a attaquer 
chimiquement la couche intermediaire, de facon a obtenir 
I'enlevement au moins partiel de cette couche interme- 
diaire entre le substrat et le superstrat grace a la presen- 
ce desdites micro-bulles ou micro-cavites. 



[001 2] Selon la presente invention, le substrat et le su- 
perstrat peuvent avantageusement etre en silicium mo- 
nocristallin et la couche intermediaire peut avantageu- 
sement etre en silice dopee. 
s [0013] La presente invention a egalement pour objet 
un procede de fabrication de plaquettes en silicium qui 
consiste a realiser une structure en forme de plaque com- 
prenant un substrat en silicium, un superstrat en silicium 
et une couche intermediaire dielectrique comprenant au 
10 moins un materiau de base dans lequel sont repartis des 
atomes ou molecules dits extrinseques, differents des 
atomes ou molecules du materiau de base ; puis a ap- 
pliquer un traitement thermique a ladite structure tel que, 
dans la plage de temperature du traitement thermique, 
's la couche intermediaire est plastiquement deformable et 
que la presence des atomes ou molecules extrinseques 
choisis dans le materiau de base choisi engendre de fa- 
con irreversible la formation de micro-bulles ou micro- 
cavites dans la couche intermediaire. 
20 [0014] Selon la presente invention, ledit materiau de 
base est de preference de la silice et les atomes extrin- 
seques sont de preference des atomes de phosphore 
et/ou de bore formant ainsi une couche intermediaire de 
phospho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro-phospho-si- 
licate-glass (B.P.S.G.). 

[0015] Selon la presente invention, la concentration du 
phosphore peut avantageusement etre comprise entre 
6% et 14%. 

[0016] Selon la presente invention, la concentration de 
bore peut avantageusement etre comprise entre 0 et 4%. 
[0017] Selon la presente invention, le traitement ther- 
mique est de preference realise a une temperature com- 
prise entre 900 et 1200 °C. 

[0018] Selon la presente invention, le procede peut 
avantageusement consister, prealablement audit traite- 
ment thermique, a executer une operation de depot de 
ladite couche intermediaire sur le substrat, respective- 
ment le superstrat, et a attacher le superstrat, respecti- 
vement le substrat, a ladite couche intermediaire par col- 
lage par adhesion moleculaire. 
[0019] Selon la presente invention, le procede peut 
avantageusement comporter une etape supplemental 
de reduction de I'epaisseur du substrat. 
[0020] Selon la presente invention, le substrat et le su- 
perstrat peuvent avantageusement comporter respecti- 
vement, du cote de ladite couche intermediaire, un oxyde 
thermique de silicium. 

[0021] Selon une variante de la presente invention, le 
procede peut avantageusement consister a exercer des 
forces sur ladite structure de facon a produire une rupture 
de ladite couche intermediaire et en consequence une 
separation du substrat et du superstrat grace a la pre- 
sence desdites micro-bulles ou micro-cavites afin d' ob- 
tenir une plaquette constituee par le substrat et/ou une 
plaquette constituee par le superstrat. 
[0022] Selon une variante de la presente invention, le 
procede peut avantageusement consister a attaquer chi- 
miquement ladite couche intermediaire de ladite structu- 
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re de facon a produire une separation du substrat et du 
superstrat grace a la presence desdites micro-bulles ou 
micro-cavites afin d'obtenir une plaquette de silicium 
constituee par le substrat et/ou une plaquette de silicium 
constituee par le superstrat. 

[0023] Selon la presente invention, le procede peut 
avantageusement consister a realiser des parties en 
sailliedans le substrat et/ou le superstrat du cote de ladite 
couche intermediaire. 

[0024] Selon la presente invention, les parties en saillie 
sont de preference rectilignes et s'etendent jusqu'aux 
bords de la structure. 

[0025] Selon la presente invention, au moins certaines 
desdites micro-bulles ou micro-cavites sont de preferen- 
ce a alveoles ouvertes et constituent, au moins pourcer- 
taines d'entre elles, des canaux. 
[0026] La presente invention a egalement pour objet 
un application du procede a la fabrication de plaques de 
silicium sur isolant (S.O.I.) en vue de la fabrication de 
circuits electroniques integres et/ou de circuits opto-elec- 
troniques integres. 

[0027] La presente invention a egalement pour objet 
une structure en forme de plaque comprenant au moins 
un substrat, un superstrat et au moins une couche inter- 
mediaire interposee entre le substrat et le superstrat. 
[0028] Selon la presente invention, ladite couche in- 
termediaire comprend au moins un materiau de base 
dans lequel sont repartis des atomes ou molecules dits 
extrinseques, differents des atomes ou molecules du ma- 
teriau de base, tels que, sous I'effet d'un traitement ther- 
,mique, la couche intermediaire devient plastiquement 
deformable et la presence des atomes ou molecules ex- 
trinseques choisis dans le materiau de base choisi en- 
gendre de facon irreversible la formation de micro-bulles 
ou micro-cavites dans la couche intermediaire. 
[0029] Selon la presente invention, le substrat et le su- 
perstrat sont de preference en silicium monocristallin et 
la couche intermediaire est en silice dopee. 
[0030] Selon la presente invention, le materiau de ba- 
se est de preference de la silice et les atomes extrinse- 
ques sont de preference des atomes de phosphore ou 
de bore formant ainsi une couche intermediaire de phos- 
pho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro-phospho-silicate- 
glass (B.P.S.G.). 

[0031] Selon la presente invention, la concentration du 
phosphore est de preference comprise entre 8 et 14%. 
[0032] Selon la presente invention, la concentration de 
bore est de preference comprise entre 0 et 4%. 
[0033] Selon la presente invention, le substrat et/ou le 
supertstrat presented de preference des parties en 
saillie dans ladite couche intermediaire. 
[0034] Selon la presente invention, les parties en saillie 
sont de preference rectilignes et s'etendent jusqu'aux 
bords. 

[0035] Selon la presente invention, au moins certaines 
desdites micro-bulles ou micro-cavites sont a alveoles 
ouvertes et constituent, au moins pour certaines d'entre 
elles, des canaux. 



[0036] La presente invention sera mieux comprise a 
I'etude de structures et de mode de fabrication de telles 
structures, decrits a titre d'exemples non limitatifs et re- 
presents sur les dessins sur lesquels : 

5 

la figure 1 represents une coupe transversale d'une 
structure selon I'invention, dans un etat initial ; 
la figure 2 represente une coupe eclatee de la struc- 
ture de la figure 1 , en cours de fabrication ; 
10 - la figure 3 represente une coupe de la structure de 
lafigure 1 , dans une etapre ulterieure defabrication ; 
les figures 4 et 5 represented une coupe de la struc- 
ture de la figure 1, dans un etat secondaire de 
fabrication ; 

15 - et la figure 6 represente une variante de realisation 
de la structure de la figure 1 . 

[0037] En se reportant a la figure 1 , on peut voir qu'on 
a represente une structure 1 en forme de plaque qui par 
20 exemple presente un diametre d'environ deux cents mil- 
limetres. 

[0038] Cette structure comprend un substrat 2 en for- 
me de plaquette, un superstrat 3 en forme de plaquette 
et une couche intermediaire 4 interposee entre le subs- 

2$ trat 2 et le superstrat 3. 

[0039] D'une maniere generale, lacoucheintermediai- 
re 4 est en au moins un materiau de base dans lequel 
sont repartis des atomes ou molecules dits extrinseques, 
differents des atomes ou molecules du materiau de base, 

30 et presente une composition telle que, lorsque Ton ap- 
plique un traitement thermique adequat a la structure 1 , 
ilseproduitde facon irreversible une formation de micro- 
bulles ou de micro-cavites, en particulier d'une phase 
gazeuse, de telle sorte que cette couche intermediaire 4 

35 se transforme pour devenir spongieuse et correlative- 
ment est susceptible d'augmenter en epaisseur. 
[0040] En se reportant a la figure 2, on va maintenant 
decrire un exemple de realisation d'une structure 1 . 
[0041] Le substrat 2 peut etre constitue par une pla- 

40 quette de silicium monocristallin dont I'epaisseur peut 
etre de quelques centaines de microns, par exemple 
comprise entre cinq cents et mille microns. 
[0042] De facon optionnelle mais de preference, on 
procede a I'obtention d'une pellicule 5 d'oxyde thermique 

is de silicium sur une face du substrat 2. 

[0043] Cette pellicule 5 peut etre obtenue dans un four 
d'oxydation, a une temperature comprise entre 950 et 
1100°C et peut presenter une epaisseur d'environ 0,5 
micron. 

so [0044] Ensuite, on procede au depot, sur la face oxy- 
dee 5 du superstrat 2, d'une couche de silicium contenant 
ou dope par un fort pourcentage de phosphore et/ou de 
bore, de faijon a obtenir la couche intermediaire 4 com- 
posee d'un materiau du type phospho-silicate-glass 

55 (PSG) ou de boro-phospho-silicate-glass (BPSG). 
[0045] A titre d'exemple, le pourcentage de phosphore 
dans le materiau constituant la couche intermediaire 4 
peut etre compris entre 6 et 14. Un tel depot peut etre 
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realise selon des techniques connues, dans des machi- 
nes de depot de type CVD, LPCVD ou PECVD. 
[0046] L'epaisseur de la couche intermediaire 4 ainsi 
constitute peut presenter une epaisseur avoisinant les 
cinq microns. 

[0047] De facon optionnelle mais de preference, on 
peut faire subir a la surface de la couche intermediaire 
4 un traitement de nettoyage chimique, par exemple un 
nettoyage chimique de type RCA connu en soi. 
[0048] De facon optionnelle mais de preference, on 
peut realiser, avant ou apres le traitement de nettoyage, 
une operation de polissage mecano-chimique (CMP) de 
la couche intermediaire 4. 

[0049] De la meme maniere, le superstrat 3 peut etre 
constitue par une plaquette de silicium presentant op- 
tionnellement une pellicule 6 d'oxyde thermique de sili- 
cium et ayant subi optionnellement un traitement de net- 
toyage chimique RCA et optionnellement une operation 
de polissage mecano-chimique (CRP). 
[0050] De facon correspondante, la couche interme- 
diaire 4 aurait pu etre realisee sur la face oxydee 6 du 
superstrat 3. 

[0051] Apres quoi, on procede a I'assemblage du 
substrat 2 et du superstrat 3 en mettant la face oxydee 
3 du superstrat 3 en contact sur la couche intermediaire 
4, de facon a obtenir un collage paradhesion moleculaire, 
eventuellement facilite par I'application d'efforts de pre- 
ference ponctuels d'appui entre le substrat 2 et le su- 
perstrat 3. 

[0052] Pour eventuellement augmenter I'energie de 
liaison interfaciale, on peut appliquer a la structure 1 ainsi 
assemblee un traitement thermique de consolidation, se- 
lon des conditions qui n'engendrent pas de transforma- 
tion de la couche intermediaie 4, c'est-a-dire de forma- 
tions de micro-bulles ou de micro-cavites comme on le 
verra plus loin. 

[0053] Ceci etant, on obtient une structure 1 composee 
d'un substrat 2 en silicium et d'un superstrat 3 en silicium 
separes par une couche intermediaire 4 en un materiau 
electriquement isolant. 

[0054] En se reportant a la figure 3, on peut voir que 
l'epaisseur du superstrat 3 peut etre beaucoup plus petite 
que l'epaisseur du substrat 2 et peut etre comprise entre 
une fraction de microns et quelques dizaines de microns. 
[0055] Un tel substrat fin 3 peut etre initialement utilise 
pour la realisation de la structure 1 comme on l'a decrit 
en reference a la figure 2. 

[0056] Cependant, dans une variante, un tel superstrat 
fin 3 peut §tre obtenu par reduction de l'epaisseur d'un 
superstrat 3 epais pris initialement pour la realisation de 
la structure 1 telle qu'on I'adecriteen reference a lafigure 
2. Une telle reduction d'epaisseur peut etre obtenue au 
moyen des techniques connues de rectification, d'atta- 
que chimique, ou de polissage mecano-chimique et peut 
aussi etre obtenue par une technique de clivage, par 
exemple par le procede connu aujourd'hui commercia- 
lement sous le nom de SMART-CUT 8 , necessitant une 
implantation ionique de protons a une dose de I'ordre de 



5E16Cm-2 dans le superstrat 3 prealablement a la rea- 
lisation du collage par adhesion moleculaire prevu pre- 
cedemment. 

[0057] Une operation de reduction de l'epaisseur du 
s substrat 2 pourrait egalement etre realisee. 

[0058] Comme le montre lafigure 4, on peut alors faire 
subir a la structure 1 un traitement thermique dans un 
four, par exemple a une temperature comprise entre 900 
et 1100°C. 

w [0059] Comptetenudesmateriauxchoisisprecedem- 
ment mentionnes, I'application d'un tel traitement ther- 
mique, dans la plage de temperature choisie, rend la cou- 
che intermediaire 4 plastiquement deformable et engen- 
dre de facon irreversible la formation d'une phase ga- 

ib zeuseconstitueedemicro-bullesoumicro-cavites7dans 
la couche intermediaire 4 et correlativement une aug- 
mentation de l'epaisseur de cette couche 4. 
[0060] La quantite et le volume des micro-bulles ou 
micro-cavites 7 dependent de la composition de la cou- 

20 che intermediaire 4 et des conditions du traitement ther- 
mique applique a la structure 1 . 
[0061] A titre d'exemple, partant de cinq microns, 
l'epaisseur de la couche intermediaire peut, apres trai- 
tement, atteindre une epaisseur comprise entre quinze 
et vingt microns. 

[0062] Comme le montre la figure 5, les micro-bulles 
ou micro-cavites 7 peuvent etre d'un volume tel qu'elles 
sont ouvertes du cote des faces du substrat 2 et/ou du 
superstrat 3 et qu'elles peuvent en outre etre ouvertes 
3D les unes vers les autres de facon aconstituerdes canaux 
ouverts sur les bords d'extremite de la couche interme- 
diaire 4. 

[0063] Comme le montre la figure 6, il peut etre parti- 
culierement avantageux de realiser dans le substrat 2 

35 et/ou dans le superstrat 3 des parties en saillie 8 de pre- 
ference rectilignes, par exemple par gravage, de telle 
sorte que ces parties en saillie 8constituent des creneaux 
rectangulaires. Cette disposition peut faciliterl'apparition 
de micro-bulles ou micro-cavites 7 constituant les unes 

40 a la suite des autres des canaux. 

[0064] La structure 1 qui vient d'etre decrite.contenant 
des micro-bulles ou micro-cavites 7 dans sa couche in- 
termediaire 4, peut presenter de nombreuses applica- 
tions. 

45 [0065] Elle peut etre utilisee telle quelle pour la reali- 
sation de circuits integres electroniques ou opto-electro- 
niques sur le superstrat 3 en silicium, montee sur un 
substrat epais 2 par I'intermediaire de la couche inter- 
mediaire 4 qui constitue un isolant electrique, lacapacite 

so entre la couche superficielle constituee par le superstrat 
3 et la couche support constituee par le substrat 2 etant 
particulierement faible du fait de la presence des micro- 
bulles ou micro-cavites 7. 

[0066] Dans un autre exemple d'application, les ca- 
ss naux eventuellement mais volontairement crees dans la 
couche intermediaire 4 par les micro-bulles ou micro- 
cavites 7 peuvent etre utilises pour la circulation d'un 
fluide de refroidissement entre le substrat 2 et le supers- 
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trat 3 dans le but de refroidir la structure 1 . 
[0067] Dans une autre application particulierement 
avantageuse, la structure 1 contenant des micro-bulles 
ou micro-cavites 7 constitue une structure demontable 
du fait que la presence des micro-bulles ou des micro- 
cavites 7 dans la couche intermediaire 4 affaiblit la re- 
sistance physique ou chimique de cette couche. 
[0068] En effet, en appliquant des forces entre le subs- 
trat 2 et le superstrat 3, par tout moyen connu et par 
exemple par insertion d'une fine lame entre le substrat 
2 et le superstrat 3 ou par un jet d'eau sous trait forte 
pression, on peut engendrer la rupture de la couche in- 
termediaire 4 et ainsi provoquer la separation du substrat 
2 qui alors constitue une plaquette et du superstrat 3 qui 
alors constitue une plaquette, par rupture de la matiere 
de la couche intermediaire 3 entre les micro-bulles ou 
les micro-cavites 7. 

[0069] On peut aussi proceder a une attaque chimique 
de la couche intermediaire 4 a partir de ses bords, par 
exemple au moyen d'unesolution d'acidesfluorhydrique, 
qui peut aisement progresser entre le substrat 2 et le 
superstrat 3 grace a la presence des micro-bulles ou mi- 
cro-cavites 7. 

[0070] Ainsi, partant de la structure 1 decrite en refe- 
rence a la figure 3, on aboutit a la realisation d'une pla- 
quette fine de silicium constitute par le superstrat fin 3. 
[0071] La plaquette fine 3 de silicium ainsi obtenue 
peut §tre fixee par I'une ou I'autre de ses faces surtout 
support final d'utilisation, par exemple en plastique afin 
de realiser des circuits electroniques et/ou opto-electro- 
niques souples. 

[0072] La presente invention ne se limite pas aux 
exemples ci-dessus decrits. Bien des variantes de rea- 
lisation sont possibles sans sortir du cadre defini par les 
revendications annexees. 



Revendications 

1 . Precede de fabrication d'une structure en forme de 
plaque comprenant au moins un substrat (2), un su- 
perstrat (3) et au moins une couche intermediaire 
(4) interposee entre le substrat et le superstrat, ca- 
racterise par le fait qu'il consiste a choisir une cou- 
che intermediaire (4) comprenant au moins un ma- 
teriau de base dans lequel sont repartis des atomes 
ou molecules dits extrinseques, differents des ato- 
mes ou molecules du materiau de base, et qu'il con- 
siste a appliquer un traitement thermique a ladite 
structure (1) tel que, dans la plage de temperature 
de ce traitement thermique, la couche intermediaire 
est plastiquement deformable et la presence des 
atomes ou molecules extrinseques choisis dans le 
materiau de base choisi engendre de fagon irrever- 
sible la formation de micro-bulles ou micro-cavites 
(7) dans la couche intermediaire. 

2. Precede selon la revendication 1 , caracterise par 



le fait que le traitement thermique produit des micro- 
bulles ou micro-cavites d'affaiblissement de ladite 
couche intermediaire. 

s 3. Precede selon la revendication 1 , caracterise par 
le fait que le traitement thermique produit une rup- 
ture de ladite couche intermediaire et en consequen- 
ce une separation du substrat et du superstrat. 

10 4, Precede de separation du substrat et du superstrat 
de la structure obtenue par le precede selon I'une 
quelconque des revendications precedentes, carac- 
terise par lefait qu'il consiste a appliquer desforces 
entre le substrat (2) et le superstrat (3) de fagon a 
produire la rupture de la couche intermediaire entre 
le substrat et le superstrat grace a la presence des- 
dites micro-bulles ou micro-cavites. 

Precede de separation du substrat et du superstrat 
de la structure obtenue par le precede selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 3, caracterise 
par le fait qu'il consiste a attaquerchimiquement la 
couche intermediaire (4) de la structure obtenue de 
facon a obtenir I'enlevement au moins partiel de cet- 
te couche intermediaire entre le substrat et le su- 
perstrat. 

6. Precede selon I'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise par lefait que le substrat 
(2) et le superstrat (3) sont en silicium monocristallin 
et la couche intermediaire (4) est en silice dop^e. 

7. Precede de fabrication de plaquettes en silicium, ca- 
racterise par le fait qu'il consiste : 



35 

- a realiser une structure (1 ) en forme de plaque 
comprenant un substrat (2) en silicium, un su- 
perstrat (3) en silicium et une couche interme- 
diaire dielectrique (4) comprenant au moins un 

"0 materiau de base dans lequel sont repartis des 

atomes ou molecules dits extrinseques, diffe- 
rents des atomes ou molecules du materiau de 
base ; 

- puis a appliquer un traitement thermique a la- 
45 dite structure tel que, dans la plage de tempe- 
rature du traitement thermique, la couche inter- 
mediaire est plastiquement deformable et que 
la presence des atomes ou molecules extrinse- 
ques choisis dans le materiau de base choisi 

50 engendre de fagon irreversible 1a formation de 

micro-bulles ou micro-cavites (7) dans lacouche 
intermediaire (4). 

8. Precede selon la revendication 7, caracterise par 
55 le fait que le materiau de base est de la silice et les 
atomes extrinseques sont des atomes de phosphore 
ou de bore formant ainsi une couche intermediaire 
de phospho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro-phos- 
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pho-silicate-glass (B.P.S.G.). 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise par 
le fait que la concentration du phosphore est com- 
prise entre 6% et 14%. 

10. Procede selon la revendication 8, caracterise par 
le fait que la concentration de bore est comprise 
entre 0 et 4%. 

11. Procede seion I'une quelconque des revendications 
7 a 10, caracterise par le fait que le traitement 
thermique est realise a une temperature comprise 
entre 900 et1200 °C. 

12. Procede selon I'une quelconque des revendications 
7 a 11, caracterise par le fait qu'il consiste, prea- 
lablement audit traitement thermique, a extcuter 
une operation de depot de ladite couche interme- 
diaire (4) sur le substrat (2), respectivement le su- 
perstrat (3), et a attacher le superstrat, respective- 
ment le substrat, a ladite couche intermediaire (4) 
par collage par adhesion moleculaire. 

13. Procede selon I'une quelconque des revendications 
7 a 12, caracterise par le fait que le substrat et le 
superstrat comportent respectivement, du cote de 
ladite couche intermediaire (4), un oxyde thermique 
de silicium (5, 6). 

14. Procede selon I'une quelconque des revendications 
7 a 1 3, caracterise par le fait qu'il consiste a exer- 
cer des forces sur ladite structure (1 ) de facon a pro- 
duce une rupture de ladite couche intermediaire et 
en consequence une separation du substrat et du 
superstrat grace a la presence desdites micro-bulles 
ou micro-cavites (7) afin d'obtenir une plaquette 
constitute par le substrat (2) et/ou une plaquette 
constitute par le superstrat (3). 

15. Procede selon I'une quelconque des revendications 
7 a 14, caracterise par le fait qu'il consiste a atta- 
quer chimiquement ladite couche intermediaire (4) 
de ladite structure (1) de facon a produire une sepa- 
ration du substrat et du superstrat grace a la presen- 
ce desdites micro-bulles ou micro-cavites afin d'ob- 
tenir une plaquette constitute par le substrat (2) 
et/ou une plaquette constitute par le superstrat (3). 

16. Procedt selon I'une quelconque des revendications 
prectdentes, caracterise par le fait qu'il consiste 
a rtaliser des parties en saillie (8) dans le substrat 
(2) et/ou le superstrat (3) du cote de ladite couche 
intermediaire (4). 

17. Procede selon I'une quelconque des revendications 
precede ntes, caracterise par le fait que les parties 
en saillie (8) sont rectilignes et s'ttendent jusqu'aux 



bords de la couche intermediaire (4). 

18. Procedt selon I'une quelconque des revendications 
prectdentes, caracterise par le fait qu'au moins 

s certaines desdites micro-bulles ou micro-cavitts (7) 
sont a alveoles ouvertes et constituent, au moins 

pour certaines d'entre elles, des canaux. 

i 

19. Procedt selon I'une quelconque des revendications 
10 prectdentes, caracterise par le fait qu'il comporte 

une etape suppltmentaire de rtduction de I'tpais- 
seur dudit superstrat (3) et/ou du substrat. 

20. Application du procede selon I'une quelconque des 
' s revendications prtcedentes a la fabrication de pla- 
ques de silicium sur isolant (S.O.I.) en vue de la rea- 
lisation de circuits integres tlectroniques et/ou opto- 
electroniques. 

20 21. Structure en forme de plaque comprenant au moins 
un substrat (2), un superstrat (3) et au moins une 
couche intermediaire (4) interposte entre le substrat 
et le superstrat, caracterisee par le fait que ladite 
couche intermtdiaire (4) comprend au moins un ma- 

25 ttriau de base dans lequel sont repartis des atomes 
ou moltcules dits extrinseques, difftrents des ato- 
mes ou moltcules du mattriau de base, tels que, 
sous I'effet d'un traitement thermique, la couche in- 
termediaire (4) devient plastiquement deformable et 

so la presence des atomes ou moltcules extrinseques 
choisis dans le mattriau de base choisi engendre 
de facon irreversible la formation de micro-bulles ou 
micro-cavitts (7) dans la couche intermediaire (4). 

35 22. Structure selon la revendication 21, caracterisee 
par le fait que le substrat (2) et le superstrat (3) sont 
en silicium monocristallin et la couche intermtdiaire 
(4) est en silice dopte. 

40 23. Structure selon I'une des revendications 21 et 22, 
caracterisee par le fait que le mattriau de base 
est de la silice et les atomes extrinseques sont des 
atomes de phosphore ou de bore formant ainsi une 
couche intermtdiaire de phospho-silicate-glass 
* s (P.S.G.) ou de boro-phospho-silicate-glass 
(B.P.S.G.). 

24. Structure selon la revendication 23, caracterisee 
par le fait que la concentration du phosphore est 

so comprise entre 8% et 14%. 

25. Structure selon la revendication 23, caracterisee 
par le fait que la concentration de bore est comprise 
entre 0 et 4%. 

55 

26. Structure selon I'une quelconque des revendications 
21 a 25, caracterisee par le fait que le substrat 
et/ou le supertstrat prtsentent des parties en saillie 
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(8) dans ladite couche intermediaire (4). 

27. Structure selon la revendication 26, caracterisee 
par le fait que les parties en saillie (8) sont rectili- 
gnes et s'etendent jusqu'aux bords. 

28. Structure selon I'unequelconquedesrevendications 
21 a 27, caracterisee par le fait qu'au moins cer- 
taines desdites micro-bulles ou micro-cavites 7) sont 
a alveoles ouvertes et constituent, au moins pour 
certaines d'entre elles, des canaux. 



Claims 

1. Method for fabricating a. structure in the form of a 
plate comprising at least one substrate (2), a super- 
state (3) and at least one intermediate layer (4) in- 
terposed between the substrate and the superstrate, 
characterized in that it consists in selecting an in- 
termediate layer (4) comprising at least one base 
material having distributed therein atoms or mole- 
cules termed extrinsic atoms or molecules which dif- 
fer from the atoms or molecules of the base material, 
and applying a heat treatment to said structure (1) 
so that, in the temperature range of said heat treat- 
ment, the intermediate layer is plastically deform able 
and the presence of the selected extrinsic atoms or 
molecules in the selected base material causes the 
irreversible formation of microbubbles or microcav- 
ities (7) in the intermediate layer. 

2. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the heat treatment produces microbubbles or micro- 
cavities which weaken said intermediate layer. 

3. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the heat treatment produces a rupture of said inter- 
mediate layer and, as a result, separation of the sub- 
strate and the superstrate. 

4. Method for separating the substrate and superstrate 
in the structure obtained by the method according to 
any one of the preceding claims, characterized in 
that it consists in applying forces between the sub- 
strate (2) and the superstrate (3) to bring about the 
rupture of the intermediate layer between the sub- 
strate and the superstrate due to the presence of 
said microbubbles or microcavities. 

5. Method forseparating the substrate and superstrate 
in the structure obtained by the method according to 
any one of Claims 1 to 3, characterized in that it 
consists in chemically etching the intermediate layer 
(4) of the structure to at least partially remove said 
intermediate layer between the substrate and the su- 
perstrate. 



6. Method according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the substrate (2) and 
the superstrate (3) are formed from monocrystalline 
silicon and the intermediate layer (4) is formed from 

5 doped silica. 

7. Method for fabricating silicon wafers, characterized 
in that it consists in: 

10 • producing a structure (1 ) in the form of a plate 

comprising a substrate (2) formed from silicon, 
a superstrate (3) formed from silicon and a die- 
lectric intermediate layer (4) comprising at least 
one base material having distributed therein at- 

15 oms or molecules termed extrinsic atoms or mol- 

ecules which differfrom the atoms or molecules 
of the base material; 

•then applying a heat treatment to said structure 
so that, in the temperature range of the heat 
20 treatment, the intermediate layer is plastically 

deformable and so that the presence of the se- 
lected extrinsic atoms or molecules in the se- 
lected base material causes the irreversible for- 
mation of microbubbles or microcavities (7) in 
25 the intermediate layer (4). 

8. Method according to Claim 7, characterized in that 
the base material is formed from silica and the ex- 
trinsic atoms are atoms of phosphorus or boron, thus 

30 forming an intermediate layer of phosphosilicate 
glass (PSG) or borophosphosilicate glass (BPSG). 

9. Method according to Claim 8, characterized in that 

the concentration of phosphorus is in the range from 
35 6% to 14%. 

10. Method according to Claim 8, characterized in that 

the concentration of boron is in the range from 0% 
to 4%. 

40 

11. Method according to any one of Claims 7 to 1 0, char- 
acterized in that the heat treatment is carried out 
at a temperature in the range from 900°Cto 1200°C. 

15 12. MethodaccordingtoanyoneofClaims7to11, char- 
acterized in that it consists, prior to said heat treat- 
ment, in carrying out an operation for depositing said 
intermediate layer (4) on the substrate (2), or respec- 
tively the superstrate (3), and attaching the super- 
50 strate, or respectively the substrate, to said interme- 
diate layer (4) by molecular wafer bonding. 

13. Methodaccordingtoany oneof Claims7to ^.char- 
acterized in that, on the intermediate layer (4) side, 

55 the substrate and the superstrate respectively com- 
prise a thermal silicon oxide (5, 6). 

1 4. Method according to any one of Claims 7 to 1 3, char- 
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acterized In that it consists in exerting forces on 
said structure (1) in a manner such that rupture of 
said intermediate layer is brought about, resulting in 
separation of the substrate and superstrate due to 
the presence of said microbubbles or microcavities 

(7) to obtain a wafer constituted by the substrate (2) 
and/or a wafer constituted by the superstrate (3). 

1 5. Method according to any one of Claims 7 to 1 4, char- 
acterized in that it consists in chemically attacking 
said intermediate layer (4) of said structure (1) to 
bring about separation of the substrate and super- 
strate due to the presence of said microbubbles or 
microcavities to obtain a wafer constituted by the 
substrate (2) and/or a wafer constituted by the su- 
perstrate (3). 

16. Method according to any one of the preceding 
claims, characterized in that it consists in produc- 
ing projecting portions (8) in the substrate (2) and/or 
the superstrate (3) on said intermediate layer (4) 
side. 

17. Method according to any one of the preceding 
claims, characterized in thatthe projecting portions 

(8) are rectilinear and extend to the sides of the in- 
termediate layer (4). 

18. Method according to any one of the preceding 
claims, characterized in that at least some of said 
microbubbles or microcavities (7) are open-celled 
and at least some thereof constitute channels. 

19. Method according to any one of the preceding 
claims, characterized in that it comprises a sup- 
plemental step of reducing the thickness of said su- 
perstrate (3) and/or substrate. 

20. Application of the method according to any one of 
the preceding claims to the fabrication of silicon-on- 
insulator (SOI) plates forthe fabrication of integrated 
electronic circuits and/or integrated optoelectronic 
circuits. 

21. Structure in the form of a plate comprising at least 
one substrate (2), a superstrate (3) and at least one 
intermediate layer (4) interposed between the sub- 
strate and the superstrate, characterized in that 
said intermediate layer (4) comprises at least one 
base material having distributed therein atoms or 
molecules termed extrinsic atoms or molecules 
which differ from the atoms or molecules of the base 
material so that, under the effect of a heat treatment, 
the intermediate layer (4) becomes plastically de- 
formable and the presence of the selected extrinsic 
atoms or molecules in the selected base material 
causes the irreversible formation of microbubbles or 
microcavities (7) in the intermediate layer (4). 



22. Structure according to Claim 21, characterized in 
that the substrate (2) and the superstrate (3) are 
formed from monocrystalline silicon and the interme- 
diate layer (4) is formed from doped silica. 

5 

23. Structure according to either of Claims 21 and 22, 
characterized In that the base material is silica and 
the extrinsic atoms are atoms of phosphorus or bo- 
ron, thus forming an intermediate layer of phospho- 

io silicate glass (PSG) or borophosphosilicate glass 
(BPSG). 

24. Structure according to Claim 23, characterized in 
that the concentration of phosphorus is in the range 

15 from 8% to 14%. 

25. Structure according to Claim 23, characterized in 
that the concentration of boron is in the range from 
0% to 4%. 

20 

26. Structure according to any one of Claims 21 to 25, 
characterized in that the substrate and/or the su- 
perstrate have portions (8) projecting into said inter- 
mediate layer (4). 

25 

27. Structure according to Claim 26, characterized in 
that the projecting portions (8) are rectilinear and 
extend to the sides. 

so 28. Structure according to any one of Claims 21 to 27, 
characterized in that at least some of said micro- 
bubbles or microcavities (7) are open-celled and at 
least some thereof constitute channels. 



Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer plattenformigen 
Struktur, die mindestens ein Substrat (2), ein Super- 
strat (3) und wenigstens einezwischen dem Substrat 
und dem Superstrat eingefugte Zwischenschicht (4) 
e nth a It, dadurch gekennzeichnet, dass zu dem 
Verfahren die Schritte gehoren: Auswahlen einer 
Zwischenschicht (4), die mindestens ein Basisma- 
terial enthalt, in dem als Storstellen bezeichnete Ato- 
me oder Molekule verteilt sind, die sich von Atomen 
oder Molekulen des Basismaterials unterscheiden, 
und Unterziehen der Struktur (1) einer Warmebe- 
handlung, so dass die Zwischenschicht in dem Tem- 
peraturbereich dieser Warmebehandlung plastisch 
verformbar ist, und die Anwesenheit der ausgewahl- 
ten Storstellenatome oder -molekule in dem ausge- 
wahlten Basismaterial irreversibel die Entstehung 
von Mikroblasen oder Mikrohohlraumen (7) in der 
Zwischenschicht hervorruft. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. dass die Warmebehandlung schwachen- 
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de Mikroblasen oder Mikrohohlraume der Zwischen- 
schicht erzeugt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Warmebehandlung einen Bruch 
der Zwischenschicht und infolgedessen eine Tren- 
nung des Substrate und des Superstate hervorruft. 

4. Verfahren zur Trennung des Substrate und des Su- 
perstrats der durch das Verfahren nach einem der 
vorhergehenden Anspruche gewonnenen Struktur, 
dadurch gekennzeichnet, dass zu dem Verfahren 
der Schritt gehort, zwischen dem Substrat (2) und 
dem Superstrat (3) Krafte auszuuben, urn infolge der 
vorhandenen Mikroblasen Oder Mikrohohlraume 
den Bruch der Zwischenschicht zwischen dem Sub- 
strat und dem Superstrat hervorzurufen. 

5. Verfahren zur Trennung des Substrate und des Su- 
perstate der durch das Verfahren nach einem der 
vorhergehenden Anspruche 1 bis 3 gewonnenen 
Struktur, dadurch gekennzeichnet, dass zu dem 
Verfahren der Schritt gehort, die Zwischenschicht (4) 
der gewonnenen Struktur chemisch zu atzen, urn 
eine zumindest teilweise Entfernung dieser zwi- 
schen dem Substrat und dem Superstrat angeord- 
neten Zwischenschicht zu erreichen. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprti- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat 
(2) und das Superstrat (3) auf monokristallinem Si- 
lizium basieren, und dass die Zwischenschicht (4) 
auf dotiertem Siliziumdioxid basiert. 

7. Verfahren zur Herstellung von Siliziumplattchen, da- 
durch gekennzeichnet, dass zu dem Verfahren die 
Schritte gehbren: 

- Verwirklichung einer plattenformigen Struktur 

(1) , die ein auf Silizium basierendes Substrat 

(2) , ein auf Silizium basierendes Superstrat (3) 
und eine dielektrische Zwischenschicht (4) auf- 
weist, die mindestens ein Basismaterial um- 
fasst, in dem als Stdrstellen bezeichnete Atome 
oder Molekiile verteilt sind, die sich von Atomen 
oder Molekiilen des Basismaterials unterschei- 
den; 

-anschlieBendesUnterzeihenderStruktureiner 
Warmebehandlung, so dass die Zwischen- 
schicht in dem Temperaturbereich der Warme- 
behandlung plastisch verformbar ist, und dass 
die Anwesenheit der ausgewahlten Storstelle- 
natome oder -molekule in dem ausgewahlten 
Basismaterial irreversibel die Entstehung von 
Mikroblasen oder Mikrohohlraumen (7) in der 
Zwischenschicht (4) hervorruft. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 



zeichnet, dass das Basismaterial auf Siliziumdioxid 
basiert und die Storstellenatome Phosphor- oder Bo- 
ratome sind, die auf diese Weise eine Zwischen- 
schicht von Phosphorsilikatglas (P.S.G.) oder von 
s Bor-Phosphorsilikatglas (B.P.S.G.) bilden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Phosphoranteil zwischen 6 und 
14%betragt. 

10 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Boranteil zwischen 0 und 4 % 
betragt. 

is 11. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Warmebehand- 
lung bei einerTemperaturzwischen 900 und 1200°C 
durchgefiihrt wird. 

20 12. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 1 1 , da- 
durch gekennzeichnet, dasszu dem Verfahren die 
Schritte gehoren, vor der Warmebehandlung einen 
Schritt der Abscheidung der Zwischenschicht (4) auf 
dem Substrat (2) bzw. auf dem Superstrat (3) aus- 
25 zufuhren, und das Superstrat bzw. das Substrat an 
der Zwischenschicht (4) mittels Haftung durch mo- 
lekulare Adhasion anzubringen. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 12, da- 
30 durch gekennzeichnet, dass das Substrat und das 

Superstrat auf der der Zwischenschicht (4) zuge- 
wandten Seite jeweils ein thermisches Siliziumoxid 
(5, 6) aufweisen. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, dass zu dem Verfahren 
der Schritt gehort, Krafte auf die Struktur (1) auszu- 
uben, urn einen Bruch der Zwischenschicht und in- 
folgedessen wegen der vorhandenen Mikroblasen 
oder Mikrohohlraume (7) eine Trennung des Sub- 
strate und des Superstrate hervorzurufen, urn ein 
durch das Substrat (2) gebildetes Plattchen/Scheibe 
und/oder ein durch das Superstrat (3) gebildetes 
Plattchen/Scheibe zu erhalten. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass zu dem Verfahren 
der Schritt gehort, die Zwischenschicht (4) der Struk- 
tur (1) chemisch zu atzen, urn infolge der vorhande- 
nen Mikroblasen oder Mikrohohlraume eine Tren- 
nung des Substrate und des Superstrate hervorzu- 
rufen, urn ein durch das Substrat (2) gebildetes Platt- 
chen/Scheibe und/oder ein durch das Superstrat (3) 
gebildetes Plattchen/Scheibe zu erhalten. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass zu dem Ver- 
fahren der Schritt gehort, in dem Substrat (2) und/ 
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oder in dem Superstrat (3) auf der der Zwischen- 
schicht (4) zugewandten Seite erhabene Abschnitte 
(8) zu erzeugen. 

17. Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die erhabe- 
nen Abschnitte (8) geradlinig sind und sich bis zu 
den Randern der Zwischenschicht (4) erstrecken. 

1 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens 
gewisse der Mikroblasen oder Mikrohohlraume (7) 
offene Zellen sind und zumindestfiir bestimmte un- 
ter diesen Kanale bilden. 

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfah- 
ren einen zusatzlichen Schritt einer Reduzierung der 
Dicke des Superstrats (3) und/oder des Substrats 
aufweist. 
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net, dass der Phosphoranteil zwischen 8 und 14 % 
betragt. 

25. Strukturnach Anspruch 23, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Boranteil zwischen 0 und 4 % betragt. 

26. Struktur nach einem der Anspriiche 21 bis 25, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Substrat und/ 
oder das Superstrat vorspringende Abschnitte (8) in 
der Zwischenschicht (4) aufweisen. 

27. Strukturnach Anspruch 26, dadurch gekennzeich- 
net, dass die vorspringenden Abschnitte (8) gerad- 
linig sind und sich bis zu den Randern erstrecken. 

28. Struktur nach einem der Anspriiche 21 bis 27, da- 
durch gekennzeichnet, dass wenigstens gewisse 
der Mikroblasen oder Mikrohohlraume (7) auf offe- 
nen Zellen basieren und zumindest fur bestimmte 
unter diesen Kanale bilden. 



20. Verwendung des Verfahrens nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche zurHerstellung von Schei- 
ben aus Silizium auf Isolator (S.O. I.) mit Blick auf die 
Herstellung elektronischer und/oder optoelektroni- 
scher integrierter Schaltkreise. 

21 . Plattervf Srmige Struktur, die mindestens ein Substrat 
(2), ein Superstrat (3) und wenigstens eine zwischen 
dem Substrat und dem Superstrat eingefugte Zwi- 
schenschicht (4) enthalt, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Zwischenschicht (4) mindestens ein 
Basismaterial enthalt, in dem als Storstellen be- 
zeichnete Atome oder Molekule verteilt sind, die sich 
von Atomen oderMolekiilen des Basismaterials un- 
terscheiden, so dass die Zwischenschicht (4) unter 
der Wirkung einer Warmebehandlung plastisch ver- 
formbar ist, und die Anwesenheit der ausgewahlten 
Storstellenatome oder-molekiile in dem ausgewahl- 
ten Basismaterial irreversibel die Entstehung von Mi- 
kroblasen oder Mikrohohlraumen (7) in der Zwi- 
schenschicht (4) hervorruft. 
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22. Struktur nach Anspruch 21 , dadurch gekennzeich- 
net, dass das Substrat (2) und das Superstrat (3) 
auf monokristallinem Silizium basieren, und dass die 
Zwischenschicht (4) auf dotiertem Siliziumdioxid ba- 
siert. 



23. Struktur gemaB einem der Anspriiche 21 und 22, so 
dadurch gekennzeichnet, dass das Basismaterial 

auf Siliziumdioxid basiert und die Storstellenatome 
auf Phosphor- oder Boratomen basieren, die auf die- 
se Weise eine auf Phosphorsilikatglas (P.S.G.) oder 
auf Bor-Phosphorsilikatglas (B. P.S.G.) basierende ss 
Zwischenschicht bilden. 

24. Struktur nach Anspruch 23, dadurch gekennzeich- 
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